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前  言
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非易失性存储器耐久和数据保持试验方法

1 范围

本标准规定了非易失性存储器耐久和数据保持试验的方法。
本标准适用于电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪存储器(Flash)以及内嵌上述存储器

的集成电路(以下简称器件)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T17574—1998 半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路

3 术语和定义

GB/T17574—1998界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

耐久 endurance
器件经受连续多次数据重写(编程/擦除循环)的能力。

3.2
数据保持 dataretention
在规定的时间内,器件存储单元在非偏置状态下保持数据的能力。

4 设备

温度试验箱可以将温度稳定在规定温度的±3℃之内。
夹具应可放入温度试验箱中,并提供可靠的电连接。

5 程序

5.1 通则

器件耐久和数据保持试验应按表1规定的程序进行。
如数据保持试验的目的是验证器件在未经过耐久试验时的数据保持能力,则采用程序Ⅰ。如果数

据保持试验的目的是验证器件经过耐久试验后的数据保持能力,则采用程序Ⅱ。

表1 耐久和数据保持试验程序

程序 要求

Ⅰ 耐久试验和数据保持试验采用不同的器件分别进行

Ⅱ 器件先进行耐久试验后再进行数据保持试验
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